
1 Phosphor im Silizium → Donator !

Gallium im Silizium → Akzeptor !
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c) Flusspohuy ⇒ qualitativ klar das
die Sperrschicktbreite ( RLZ) kleiner
wird

.
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⇒ 43% kleinere RLZ !
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3 DiffusionsKonstanten der Minoritäts-

tiger
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Diffusions längen :

Le -Beier - 59,3µm
(h - Darter - 13,4 µm
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⇒ Is - 4166pA ( A - 1mm)



4 at I - Is . (edtkrst)
( Vereinfachung)
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c) SperrschicktKapazität
↳ - Ejo . A- Mit
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- 45,3 pF bei A - Armut



Diffusions kapazität
↳ =

€

depot
' I ' Fh - 916pF

Gesamtkapazität
C - Cs +↳ - 45,3pF + 916pF

- 961 pF
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Steigt also die Dotierung ,
wird die

RLZ kleiner !

für die gegebenen Zahlenwerte :

NA - ND - 10^7 cui
}

µ - live.to?fem~-/25,9mTi%dem-m-.j4T
- 1,47

' 10-5 cm
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oh -V - 1,7 eV

aus der FS ergibt sich damit ✗ - 104cm"

G - ✗ - jp.cn = ✗ . Popt
= 104ai?

5W an
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b.v 17er

- 1,8 . 10
"
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( E 1,8 . 10
"
Elektron - Loch -Paare pro Volumen

und pro Zeiteinheit )

Gilt streng genommen aber nur an der

Oberfläche ,
da die Intensität des Licht -

Strahls zum Inneren des Körpers sinkt .
Dennoch brauchbar um die

Größenordnungabzuschätzen
.

An - Ap - G.Tz 1,8.io
"
cui's". nö!

-
- 1,8 . to

"-
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}

gleich , da ja
Elektron - Loch- Paare !



8 Photonenstromdichte

Popt
•

1W
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Cat . ^ , 43 . 1,602 . IÖ J

- 4,37 . /0
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Es treffen also pro Sekunde 4,37 . IÖ
"

Photonen auf die Photodioden

AbsorptionsKoeffizient kann aus der FS
entnommen werden : ✗ - 700cm

"
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"
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. 20µm]4- e
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q Betriebsmodi :

Verstärkung / Durchlassbetrieb |

Sperrbetrieb / Invers betrieb

Grundschaltungen :

Basis Kollektor Emitter

E.i-E.EE#
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ß = HEE = ¥3 . 10

ME Nrg . W

⇒ _

NE
= ßyo - 100

NB

Dotierung des Emittergebietes muss also

2 Größenordnungen höher sein als
in der Basis



11 Beim upn
- Transistor ist /"B durch

ßE
das Verhältnis von Elektronen - zu

hochbeweglichtreiben bestimmt . In einem
pnp -Transistor genau umgekehrt .

148 •

1258

140
- 8198 upn -Trans.

µ:

µ! 245
- 1182 php-Trans .

µ;
-
447

Trotz gleicher DotierungKonzentrationen
in beiden Transistoren (npnlpnp) , ist
das Verhältnis größer .

Hochfrequenzanwendungen : sich (schnell)
änderndes Wechselfeld ,

dem der Trans .

folgen können soll ⇒ großes Verhältnis
der Beweglichheiter wünschenswert (upn)
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ME 'NB 'W
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12604¥. 10%75/4
679cÄ 10

"auf . 2µm

• 4,85 - 104

T
sehr hoher Wert

,
der in der Praxis

nicht erreicht wird !

b) Verringerung der Gap - Energie Eg
muss eine Änderung des Werkes u;
in Massenwirkungsgesetz nach sich
ziehen .

"i -Negri . e-
%-AEG
ZKßT

AEG/zußT
= ni

,o
- e

F- u; ohne Gapschrumpfung
( 6,71 -109cm

-3)



1- Eg - 74,3mW
AEG /2hBT

⇒ Mi - Mip ' e

- 6,71 . 109 ein
}
. 4,21 - 2182.101%-3

PE - ¥7 _ (482.10
"
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'

1019cm-3
- 79,5cm]

{[ p! - hi,! _ (6,71 .io" cm)NE 1019cm- }
- 4,5cm

- }]

↳ ohne Gapschrumpfung ca. Zotach
kleinere Minoritätstrajokonzentration !

c) ßy." - NÄF ⇐ Mrs . "! - LEapple.PEW YE
-20.PE; - W 20

-
aus b) 20 fach geringere Minorität -

LadungsträgerKonzentration



•
4185-104 = 2425
20

Achtung : auch für die Strom verstärkung
ergibt sich eine Reduktion
um den Faktor 20 !


